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Beschreibung 

Halbleiterbauelement 

5 Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Halbleitertechnik und 
betrifft ein Halbleiterbauelement sowie ein Verfahren zu des- 
sen Herstellung. 

Bei Halbleiterbauelementen miissen einzelne Bauelemente oder 
10 Metallschichten elektrisch miteinander verbunden werden. 

Hierzu eignen sich Verdrahtungsebenen, die durch Isolations- 
4$ schichten von den einzelnen Bauelementen getrennt sind. Zum 
Kontaktieren dieser Bauelemente weisen die Isolationsschich- 
ten geatzte Offnungen auf, die bis zu den Bauelementen bzw. 
15 zu deren Kontaktstellen fiihren. Urn bei der Bildung dieser 

Offnungen ein Durchatzen der darunterliegenden Schichten zu 
verhindern, werden iiblicherweise At zstoppschichten verwendet . 

Eine derartige At zstoppschicht auf einer Metallschicht ist 
20 beispielweise in der US 5,707,883 offenbart. Die dort aus Si- 
liziumnitrid bestehende At zstopschicht muS j edoch nach Bil- 
dung der Kontaktof f nungen in einer liber der Metallschicht an- 
geordneten Isolat ionsschicht entfernt werden, da Siliziumnit- 
rid elektrisch nichtleitend ist. Es werden somit zusatzliche 
ProzeSschritte bei der Herstellung des Halbleiterbauelements 
benotigt . 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Halbleiterbauelement 
zu schaffen, bei dem mit einfachen Mitteln ein Durchat zen 
3.0 einer Metallschicht vermieden wird, sowie ein Verfahren zur 

Herstellung eines derartigen Halbleiterbauelements anzugeben. 


Der erste Teil dieser Aufgabe wird erf indungsgemaE gelost 
durch ein Halbleiterbauelement 
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- mit einem ersten und einem zweiten Metallbereich, die beide 
aus einer gemeinsamen ersten Metallschicht hergestellt und 
elektrisch gegeneinander isoliert sind, 

- mit einer gegemiber der ersten Metallschicht separat herge- 
stellten zweiten Metallschicht mit einem dritten Metallbe- 
reich, der unter Zwischenlage einer dielektrischen Schicht 
gegenuber dem ersten Metallbereich elektrisch isoliert ist 
und dort gemeinsam mit der dielektrischen Schicht und dem 
ersten Metallbereich ein Speicherelement bildet, 

- mit einem vierten Metallbereich der zweiten Metallschicht, 
der gemeinsam mit dem zweiten Metallbereich einen Kontakt - 
bereich bildet ist und zur Kontakt ierung der zweiten Me- 
tallschicht dient, 

- mit einer Isolationsschicht , die den Kontaktbereich und das 
Speicherelement iiberdeckt , und 

- mit einer Offnung in der Isolationsschicht, die bis zum 
Kontaktbereich fiihrt und mit einem elektrisch leitfahigen 
Material zum Kontaktieren der zweiten Metallschicht aufge- 
fullt ist. 

Die der Erfindung zugrundeliegende Idee besteht darin, daS 
die zu kontakt ierende Metallschicht teilweise oder vollstan- 
dig durch einzelne Bereiche einer weiteren Metallschicht ver- 
starkt wird, wodurch materialverstarkte Kontaktbereiche ent- 
stehen. Im wesentlichen wird dies durch ein bereichsweises 
Strukturieren einer ersten und einer zu kontaktierenden zwei 
ten Metallschicht erreicht, wobei beide Metallschichten ein- 
ander bereichsweise iiberdecken und dort gemeinsam die Kon- 
taktbereiche bilden. Bevorzugt findet die Schaffung derarti- 
ger Kontaktbereiche bei der Herstellung von Halbleiterbauele 
menten mit Speicherzellen Verwendung. Eine derartige Spei- 
cherzelle wird dabei von einem ersten und einem dritten Me- 
tallbereich gebildet, die unter Zwischenlage einer dielektri 
schen Schicht gegeneinander isoliert sind. Beispielsweise 
seitlich neben der Speicherzelle befinden sich ein zweiter 
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und ein dariiber angeordneter vierter Metallbereich, die zu- 
sammen den Kontaktbereich bilden. Der erste und zweite Me- 
tallbereich sind aus einer ersten Metallschicht , der dritte 
und vierte Metallbereich sind dagegen aus einer zweiten Me- 
tallschicht hergestellt worden. Der Kontaktbereich ist bevor- 
zugt zumindest mittels einer der beiden Metallschichten mit 
weiteren Bauelementen auf dem Halbleiterbauelement verbunden, 
wodurch letztere am Kontaktbereich kontaktiert werden konnen. 
Durch die Materialverstarkung im Kontaktbereich konnen rela- 
tiv diinne Metallschichten verwendet werden, die anderenfalls 
beim Kontaktlochat zen zerstort werden konnten. Weiterhin wei- 
sen die materialverstarkten Kontaktbereiche verbesserte elek- 
trische Kontakteigenschaf ten auf. 

Eine vorteilhafte Aus fvihrungs form der Erfindung ist dadurch 
gekennzeichnet, daS der Kontaktbereich als Atzstopp beim At- 
zen der Offnung dient . 

Der Kontaktbereich wirkt gleichzeitig als Atzstopp, da er ge- 
geniiber einer einzelnen Metallschicht materialverstarkt ist 
und so einem Durchatzen langer widersteht. Durch die Erfin- 
dung kann auf eine zusatzliche At zstoppschicht verzichtet 
werden, wodurch sich prozeStechnische Verbesserungen und eine 
Kostenreduzierung ergeben. 

Eine weitere vorteilhafte Ausf iihrungsf orm der Erfindung ist 
dadurch gekennzeichnet , dafi der vierte Metallbereich einen 
unmittelbaren Kontakt zum zweiten Metallbereich aufweist. 

Eine erf indungsgemaSe Kontaktbereichsausbildung ist durch den 
unmittelbaren Kontakt des vierten Metallbereichs mit dem 
zweiten Metallbereich gekennzeichnet. Hierzu wird die bei der 
Herstellung ganzflachig abgeschiedene dielektrische Isolati- 
onsschicht separat strukturiert und dabei insbesondere vom 
zweiten Metallbereich entfernt. Die nachfolgend ganzflachig 
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abgeschiedene zweite Metallschicht hat somit unmittelbaren 
Kontakt mit dem zweiten Metallbereich und bildet dort den 
Kontaktbereich. Dessen Materialstarke ist somit gleich der 
Summe der Materialstarke der ersten und der zweiten Metall- 
schicht. Die bei dieser Ausf iihrungsf orm vorteilhafte Trennung 
der Strukturierung der dielektrischen Schicht von der Struk- 
turierung der zweiten Metallschicht ermoglicht die Verwendung 
von den jeweiligen Materialen optimal angepaSten Strukturier- 
ungsver f ahren . 

Eine weitere vorteilhafte Ausf iihrungsf orm der Erfindung ist 
dadurch gekennzeichnet , dafi der vierte Metallbereich unter 
Zwischenlage der dielektrischen Schicht gegeniiber dem zweiten 
Metallbereich isoliert ist . 

Bei dieser Kontaktbereichsausbildung werden die dielektrische 
Schicht und die zweite Metallschicht unter Einsparung von 
ProzeSschritten gemeinsam strukturiert . Vorteilhaft wird 
hierbei die relativ empfindliche dielektrische Schicht wah- 
rend aller ProzeSschritte durch die daruber angeordnete Me- 
tallschicht geschutzt. Obwohl bei dieser Ausf iihrungsf orm der 
zweite und der vierte Metallbereich durch die dielektrische 
Schicht voneinander getrennt sind, erfiillt der Kontaktbereich 
weiterhin seine Funktion. Auch bei einem eventuell auftreten- 
den Durchatzen des vierten Metallbereichs sowie der dielek- 
trischen Schicht wird der Atzvorgang zumindest durch den dar- 
unter befindlichen zweiten Metallbereich in ausreichendem 
MaSe verzogert, so daS ein Durchatzen des gesamten Kontaktbe- 
reichs vermieden wird. Die Kontakt ierung, beispielweise der 
zweiten Metallschicht, erfolgt dann an deren ringformiger 
Berandung im Kontakt loch. Die Oberflache der ringformigen 
Berandung ist insbesondere bei kleinen Kontaktlochern in 
gleicher GroSenordnung wie der Querschnitt des Kontakt lochs . 


GR 98 P 1513 


5 

Eine weitere vorteilhafte Ausf lihrungsf orm der Erfindung ist 
dadurch gekennzeichnet, daS die zweite Metal lschicht eine 
elektrisch leitfahige Verbindung zwischen dem dritten und 
vierten Metallbereich aufweist. 

5 

Hierdurch laSt sich die Speicherzelle in einfacher Art und 
Weise kontaktieren, was insbesondere zum Potent ialausgleich 
der durch den dritten Metallbereich gebildeten Elektrode 
dient . 

10 

Eine weitere vorteilhafte Ausf lihrungsf orm der Erfindung ist 
dadurch gekennzeichnet, daS die erste und zweite Metal 1- 
schicht aus einem Edelmetall insbesondere Platin oder einer 
Plat inlegierung bestehen . 

15 

Erf indungsgemaS konnen auch Plat in-Elektroden in besonders 
vorteilhaf ter Weise kontaktiert werden. 


Eine weitere vorteilhafte Ausf lihrungsf orm der Erfindung ist 
2 0 dadurch gekennzeichnet, daS die dielektrische Schicht aus ei- 
nem Keramikmaterial mit hoher Dielektrizitatskonstante oder 
aus einem f erroelektrischen Keramikmaterial besteht. 



Zur Erhohung der Integrat ionsdichte werden Keramikmaterial ien 


25 mit hoher Dielektrizitatskonstante oder Keramikmaterialien 
mit f erroelektrischen Eigenschaf ten verwendet , wodurch hohe 
Speicherdichten erzielt werden konnen. 

Der zweite Teil der obengenannten Aufgabe wird erf indungsge- 
30 maS durch ein Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbau- 
elements mit folgenden Schritten gelost : 

- Aufbringen einer ersten Metallschicht auf eine Oberflache 
des Halbleiterbauelement s ; 
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- selektives Entfernen der ersten Metallschicht von der Ober- 
flache unter Bildung eines ersten und eines zweiten Metall- 
bereichs ; 

- Aufbringen einer dielektrischen Schicht auf die Oberflache; 

- selektives Entfernen der dielektrischen Schicht von der 
Oberflache, wobei die dielektrische Schicht zumindest auf 
dem ersten Metallbereich verbleibt; 

- Aufbringen einer zweiten Metallschicht auf die Oberflache; 

- selektives Entfernen der zweiten Metallschicht von der 
Oberflache unter Bildung von Metallbereichen, wobei ein 
dritter Metallbereich auf dem ersten Metallbereich und ein 
vierter Metallbereich auf dem zweiten Metallbereich. 

Zunachst wird auf die Oberflache des Halbleiterbauelements 
eine erste Metallschicht abgeschieden, gefolgt von einem sel- 
ektiven Entfernen dieser unter Bildung eines ersten und eines 
zweiten Metallbereichs . Daran anschlieSend wird ganzflachig 
eine dielektrische Schicht aufgetragen und strukturiert, wo- 
bei die dielektrische Schicht zumindest auf dem ersten Me- 
tallbereich zur Bildung der Speicherzelle verbleibt. In einem 
weiteren Verf ahrensschritt erfolgt das Abscheiden der zweiten 
Metallschicht auf die Oberflache des Halbleiterbauelements 
sowie deren nachf olgender Strukturierung . Hierbei werden der 
dritte sowie der vierte Metallbereich geschaffen. Der erste 
und dritte Metallbereich bilden zusammen mit der zwischen ih- 
nen angeordneten dielektrischen Schicht die Speicherzelle, 
wohingegen der zweite und vierte Metallbereich den Kontaktbe- 
reich darstellen. Zur Isolierung wird eine Isolat ionsschicht 
ganzflachig auf die Oberflache abgeschieden und nachfolgend 
in dieser Kontaktlocher zum Kontaktieren der zweiten Metall- 
schicht sowie anderer Metallschichten bzw. Bauelemente ge- 
schaffen. Bei einer unterschiedlichen Atztiefe der einzelnen 
Kontaktlocher werden insbesondere die weniger tief auszubil- 
denden Kontaktlocher stark iiberatzt. Urn dort ein Durchatzen 
der darunter liegenden Schicht zu verhindern, wird beispiel- 
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weise die zweite Metallschicht in ihrem vierten Metallbereich 
durch den darunter befindlichen zweiten Metallbereich der er- 
sten Metallschicht unterstutzt. Der so gebildete rnaterialver- 
starkte Kontaktbereich widersteht einem Durchatzen deutlich 
langer als eine einfache Schicht . Somit kann auf eine zusatz- 
liche Atzstoppschicht verzichtet werden. 

Eine vorteilhafte Ausf iihrungsf orm des Herstellungsverf ahrens 
ist dadurch gekennzeichnet , daS nach dem selektiven Entfernen 
der zweiten Metallschicht von dieser gebildete elektrisch 
leitfahige Verbindungen zwischen dem dritten und vierten Me- 
tallbereichen verbleiben. 

Diese Verbindungen werden aus der zweiten Metallschicht bei 
deren Strukturierung gebildet . 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausf uhrungsbei - 
spiels erlautert und in Figuren dargestellt. 
Es zeigen: 

Figur 1 ein erf indungsgemaSes Halbleiterbauelement mit einem 
unter unmittelbaren Kontakt eines zweiten und eines vierten 
Metallbereichs gebildeten Kontaktbereich und 

Figur 2 ein erf indungsgemaSes Halbleiterbauelement mit einer 
im Kontaktbereich belassenen dielektrischen Schicht. 

In Figur 1 ist ein Halbleiterbauelement 5 mit einer Speicher- 
zelle 10 dargestellt. Diese ist auf einem Zwischenoxid 15 an- 
geordnet und schichtweise aus einem ersten Metallbereich 20, 
einer dielektrischen Schicht 25 und einem dritten Metallbe- 
reich 30 aufgebaut wobei die beiden Metallbereiche 20 und 30 
die Elektroden der Speicherzelle 10 darstellen. Der erste Me- 
tallbereich 20 sitzt auf einer Barriereschicht 35 zur Verhin- 
derung einer Sauerstoff diffusion in die dielektrische Schicht 
25. Seitlich neben der Speicherzelle 10 ist ein Kontaktbe- 
reich 40 angeordnet, der aus einem zweiten Metallbereich 45 
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und einem mit diesem in unmittelbaren Kontakt stehenden vier- 
ten Metallbereich 50 gebildet ist. Der dritte Metallbereich 
30 und der vierte Metallbereich 50 sind elektrisch miteinan- 
der verbunden. 

Die Speicherzelle 10 und der Kontaktbereich 40 werden im we- 
sentlichen aus zwei nacheinander abgeschiedenen Metallschich- 
ten durch selektives Atzen herausgebildet . Dazu wird zunachst 
die Barriereschicht 35 gefolgt von einer ersten Metallschicht 
auf die Oberflache des Halbleiterbauelements 5 abgeschieden . 
Nach einem gemeinsamen Strukturieren dieser beiden Schichten, 
bei dem der ersten Metallbereich 20 und der zweite Metallbe- 
reich 45 herausgebildet werden, erfolgt das ganzflachige Ab- 
scheiden der dielektrischen Schicht 25 mittels eines MO-CVD 
Prozesses (Metal -Organic Chemical Vapor Deposition) . 

In einem weiteren Verf ahrensschritt wird die aus einem Kera- 
mikmaterial mit hoher Dielektrizitatskonstante bestehende 
dielektrische Schicht 25 vom zweiten Metallbereich 45 ent- 
f ernt . AnschlieSend wird eine zweite Metallschicht abgeschie- 
den und strukturiert , wobei diese zweite Metallschicht mit 
ihrem vierten Metallbereich 50 den zweiten Metallbereich 45 
bedeckt und dort gemeinsam mit letzterem den Kontaktbereich 
40 bildet. Die Materialstarke des Kontaktbereichs 40 ent- 
spricht dadurch etwa der doppelten Materialstarke einer der 
beiden Metallschichten . Sofern der Kontaktbereich 40 an Stu- 
fen oder Vertiefungen auf der Oberflache des Halbleiterbau- 
elements 5 ausgebildet wird, kann die Materialstarke vorteil- 
haft auch noch hoher sein. 

In einem anschlieSenden Verf ahrensschritt wird ganzflachig 
ein Zwischenoxid 60 aufgetragen und maskiert, gefolgt von ei- 
nem nachf olgenden Ausbilden von Kontakt lochern . Ein erstes 
Kontaktloch 65 fiihrt durch das Zwischenoxid 60 bis zum Kon- 
taktbereich 40, zwei weitere und deutlich tiefer ausgebildete 


GR 98- P 1513 


9 

Kontaktlocher 70 und 75 durchsetzen zusatzlich das Zwi- 
schenoxid 15. Durch die doppelte Materialstarke des Kontakt- 
bereichs 40 wird bei der Bildung der Kontaktlocher 65, 70 und 
75 der Atzvorgang im Bereich des Kontaktlochs 65 in ausrei- 
chendem MaSe verzogert, so daS das dort notwendige Uberatzen 
nicht zu einem Durchatzen des Kontaktbereichs 40 f iihrt . Die 
unterschiedlich tiefen Kontaktlocher 65, 70 und 75 konnen da- 
her in einem gemeinsamen Atzvorgang ohne Verwendung einer zu- 
satzlichen At zstoppschicht auf dem Kontaktbereich 40 herge- 
stellt werden . 

In Figur 2 ist ein Halbleiterbauelement 5 dargestellt, bei 
dem der Kontaktbereich 4 0 unter Zwischenlage der dielektri- 
pchen Schicht 25 ausgebildet ist. Hier wurden zur weiteren 
ProzeSvereinf achung die dielektrische Schicht 2 5 und die 
zweite Metallschicht gemeinsam strukturiert . Als Atzstopp 
wirken nun gemeinsam der zweite Metallbereich 45, die dielek- 
trische Schicht 25 sowie der vierte Metallbereich 50. Auch 
dieser Schichtauf bau des Kontaktbereichs 4 0 verhindert in 
ausreichende Mafie ein vollstandiges Durchatzen. Bei eventuell 
auftretendem vollstandigen oder teilweisen Durchatzen des 
oberliegenden vierten Metallbereichs 50 wird dieser an der 
von ihm gebildeten ringformigen Berandung 70 im Kontaktloch 
65 kontaktiert. Die dem Kontaktloch dargebotene Flache der 
Berandung 70 ist insbesondere bei im Querschnitt kleinen Kon- 
taktlochern in gleicher GroSenordnung wie deren Querschnitt. 

Bevorzugt werden fur die beiden Metallschichten Platinlegie- 
rungen oder Platin verwendet . Dadurch konnen auch ferroelek- 
trischen Materialien, z.B. Stront ium-Wismut -Tantalat , fur die 
dielektrische Schicht 25 ausgenutzt werden, die zu einer ver- 
besserten spezifischen Speicherdichte beitragen. 

Der Kontaktbereich 40 kann zum Kontaktieren einer oder mehre- 
rer Speicherzellen 10 verwendet werden. Die elektrisch leit- 
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fahige Verbindung zwischen dem Kontaktbereich 4 0 und den 
Speicherzellen 10 erfolgt mit beim Strukturieren der zweiten 
Metallschicht ausgebildeten Leiterbahnen 80. Dadurch konnen 
der Kontaktbereich 4 0 und die Speicherzellen 10 raumlich auch 
5 weit voneinander getrennt sein. Andererseits kann auch zwi- 
schen dem ersten Metallbereich und dem Kontaktbereich 4 0 eine 
elektrisch leit fahige Verbindung verbleiben, wobei dann die 
Leiterbahnen 80 aus der ersten Metallschicht hervorgegangen 
sind . 

10 

Grundsatzlich konnen die erf indungsgemafien Kontaktbereiche 
m auch zum Kontaktieren andere Bauelemente auf dem Halbleiter- 
bauelement 5 verwendet werden. Dazu verbleiben nach dem Atzen 
der ersten und zweiten Metallschicht gegenuber der Speicher- 
15 zelle 10 elektrische isolierte Metallbereiche 45 und 50 auf 
der Oberflache des Halbleiterbauelements 5, die als Verdrah- 
tung zum Kontaktieren weiterer Bauelemente dienen, wobei die 
Kontaktbereiche dieser Verdrahtung durch Auf einanderlage der 
ersten und zweiten Metallschicht materialverstarkt sind. 
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Patentanspriiche 

1 . Halbleiterbauelement 

- mit einem ersten und einem zweiten Metallbereich (20, 45), 
die beide aus einer gemeinsamen ersten Metallschicht herge- 
stellt und elektrisch gegeneinander isoliert sind, 

- mit einer gegeniiber der ersten Metallschicht separat herge- 
stellten zweiten Metallschicht mit einem dritten Metallbe- 
reich (30) # der unter Zwischenlage einer dielektrischen 
Schicht (25) gegeniiber dem ersten Metallbereich (20) elek- 
trisch isoliert ist und dort gemeinsam mit der dielektri- 
schen Schicht (25) und dem ersten Metallbereich (20) ein 
Speicherelement (10) bildet, 

- mit einem vierten Metallbereich (50) der zweiten Metall- 
schicht, der gemeinsam mit dem zweiten Metallbereich (45) 
einen Kontaktbereich (40) bildet ist und zur Kontaktierung 
der zweiten Metallschicht dient, 

- mit einer Isolationsschicht (60) , die den Kontaktbereich 
(4 0) und das Speicherelement (10) uberdeckt, und 

- mit einer Offnung (65) in der Isolationsschicht (60) , die 
bis zum Kontaktbereich (40) fiihrt und mit einem elektrisch 
leitfahigen Material zum Kontaktieren der zweiten Metall- 
schicht aufgefiillt ist . 

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , daS 

der Kontaktbereich (40) als Atzstopp beim Atzen der Offnung 
(65) dient . 

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet , daS 

der vierte Metallbereich (50) einen unmittelbaren Kontakt zum 
zweiten Metallbereich (45) auf weist . 
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4. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, date 

der vierte Metallbereich (50) unter Zwischenlage der ddelek- 
trischen Schicht (25) gegeniiber dem zweiten Metallbereich 
(45) isoliert ist . 

5. Halbleiterbauelement nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , dafi 

die zweite Metallschicht eine elektrisch leitfahige Verbin- 
dung (80) zwischen dem dritten und vierten Metallbereich (30, 
50) aufweist. 

6. Halbleiterbauelement nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, date 

die erste und zweite Metallschicht aus einem Edelmetall ins- 
besondere Platin oder einer Plat inlegierung bestehen. 

7. Halbleiterbauelement nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die dielektrische Schicht (25) aus einem Keramikmaterial mit 
hoher Dielektrizitatskonstante oder aus einem f erroelektri - 
schen Keramikmaterial besteht . 

8. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauelements nach 
einem der vorherigen Anspruche mit folgenden Schritten: 

- Aufbringen einer ersten Metallschicht auf eine Oberflache 
des Halbleiterbauelements (5) ; 

- selektives Entfernen der ersten Metallschicht von der Ober- 
flache unter Bildung eines ersten und eines zweiten Metall- 
bereichs (20, 45) ; 

- Aufbringen einer dielektrischen Schicht (25) auf die Ober- 
flache; . 

- selektives Entfernen der dielektrischen Schicht (25) von 
der Oberflache, wobei die dielektrische Schicht (25) zumin- 
dest auf dem ersten Metallbereich (20) verbleibt; 
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- Aufbringen einer zweiten Metallschicht auf die Oberflache; 

- selektives Entfernen der zweiten Metallschicht von der 
Oberflache unter Bildung von Metallbereichen (30, 50), wo- 
bei ein dritter Metallbereich (30) auf dem ersten Metallbe- 
reich (20) und ein vierter Metallbereich (50) auf dem zwei- 
ten Metallbereich (45) verbleibt, und der vierte Metallbe- 
reich (50) gemeinsam mit dem zweiten Metallbereich (45) ei- 
nen Kontaktbereich (40) bildet ; 

- Aufbringen einer Isolationsschicht (60) auf die Oberflache; 
und 

- selektives Durchatzen der Isolationsschicht (60) bis auf 
den Kontaktbereich (4 0) , wobei dieser als Atzstopp beim 
Durchatzen der Isolationsschicht (60) dient . 

9 . Verf ahren nach Anspruch 8 , 
dadurch gekennzeichnet , daS 

nach dem selektiven Entfernen der zweiten Metallschicht von 
dieser gebildete elektrisch leitfahige Verbindungen (80) zwi- 
schen dem dritten und vierten Metallbereichen (30, 50) ver- 
bleiben . 
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Zusammenf as sung 
Halbleiterbauelement 

Es wird ein Halbleiterbauelement (5) mit einem materialver- 
starkten Kontaktbereich (40) einer Metallschicht vorgeschla- 
gen. Ein derartiger Kontaktbereich (40) wird gemeinsam von 
einem zweiten Metallbereich (45) einer ersten Metallschicht 
und einem vierten Metallbereich (50) einer zweiten und zu 
kontaktierenden Metallschicht gebildet. Hierdurch weist der 
Kontaktbereich (40) zumindest die doppelte Materialstarke ge- 
geniiber einer einzelnen Metallschicht auf und verhindert da- 
durch ein Durchatzen bei der Bildung eines Kontakt lochs (65) 
zum Kontaktieren der Metallschicht. 


Figur 1 




